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【57】申請專利範圍
1.　一種晶粒點測方法，便於一點測機點測一晶圓上之複數晶粒，該晶圓上各該晶粒彼此交
錯排列且各該晶粒之邊緣彼此串聯成一直線切割道，包含以下步驟：

等分各該晶粒為二相等區塊；

重設該點測機之一移動距離，其中該移動距離等於該二相等區塊間之一間距；及

改變該點測機之一點測頻率為每移動二個該移動距離後進行一次點測該些晶粒其中之一。

2.　如請求項 1所述之晶粒點測方法，其中各該晶粒係一正三邊形晶粒。
3.　如請求項 1所述之晶粒點測方法，其中各該晶粒係一正六邊形晶粒。
4.　如請求項 1所述之晶粒點測方法，其中各該晶粒係一正八邊形晶粒。
5.　一種非四邊形晶粒點測方法，便於一點測機點測一晶圓上之複數非四邊形晶粒，該晶圓
上各該非四邊形晶粒彼此交錯排列且各該非四邊形晶粒之邊緣彼此串聯成一直線切割

道，包含以下步驟：

等分各該非四邊形晶粒為二相等區塊；

重設該點測機之一移動距離，其中該移動距離等於該二相等區塊間之一間距；及

改變該點測機之一點測頻率為每移動二個該移動距離後進行一次點測該些非四邊形晶粒

其中之一。

6.　如請求項 5所述之非四邊形晶粒點測方法，其中各該非四邊形晶粒係一正三邊形晶粒。
7.　如請求項 5所述之非四邊形晶粒點測方法，其中各該非四邊形晶粒係一正六邊形晶粒。
8.　如請求項 5所述之非四邊形晶粒點測方法，其中各該非四邊形晶粒係一正八邊形晶粒。
圖式簡單說明

圖 1為一穿戴裝置中數個六邊形晶粒排佈之示意圖；
圖 2為一實施例中一晶圓中數個正六邊形晶粒排佈之示意圖；
圖 3為另一實施例中一晶圓中數個正六邊形晶粒排佈之示意圖；
圖 4為圖 3所示晶粒排佈下點測狀態之示意圖；
圖 5為本發明晶粒點測方法下點測狀態之示意圖；及
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圖 6為本發明晶粒點測方法之流程示意圖。
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